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車載用SiC MOSFETチップの信頼性試験

・電子情報技術産業協会規格(JEITA)を参考に、パワー半導体チップにかかわる項目をピックアップして実施しています。
・下記試験は製品寿命との相関性が非常に高く車載用途においては重要な試験です。
また、品質確認や顧客要求に応じた試験を実施しています。例えばAEC-Q101やAQG324など

①高温逆バイアス(HTRB)
高温かつ高電界環境下でのドリフト層/チップ表面の保護膜/終端構造の長期安定性を評価するための試験であり、
電界集中によるリーク増加有無や耐圧低下有無を確認します。

試験条件例：Tj=最大接合温度, VDS=最大定格電圧×0.85V, VGS=0V, 1000hrs

②高温ゲートバイアス(HTGB)
ゲート酸化膜の品質確認およびVgs(th)の安定性を評価するための試験であり、電界集中による酸化膜の劣化もしくは
破壊有無やVgs(th)の変動の有無を確認します。

試験条件例：Tj=最大接合温度, VDS=0V VGS=最大定格電圧(±), 1000hrs
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